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Uvedena napdjeci vyhybka, zndma téz pod oznacenim ,Bias-tee”, byla navriena pro poutziti
v pasmech VKV a UKV pf¥iblizné v rozmezi 100 MHz — 1 GHz, tj. pro radioamatérska pasma 144 a
432 MHz. Tato vyhybka je urcena napriklad pro napajeni po koaxialnim kabelu (napfiklad pro
napajeni LNA, konvertora atd.) a diky konkrétnimu zadani bylo navrieno zapojeni, které by mélo
zvladnout prenést vyssi vykon (aZ v oblasti stovek Wattti). Vhodnou volbou soucastek je mozné
napajeci vyhybku pouZit i pro jiné kmitoctové rozsahy.

Vzhledem k uvazovanému kmitoc¢tovému pokryti pasem 144 a 432 MHz, bylo jiz zvoleno provedeni
s mikropaskovym vedenim pro zachovani vinové impedance 50 Q. Pro snadnou realizaci a
predpokladané , vykonovéjsi“ provedeni (stim spojend mechanickd robustnost a dlouhodoba
stabilita), byly zvoleny pro realizaci kvalitni kovové krabi¢ky tvorené hlinikovym odlitkem. Tato
pouzita krabi¢ka ma oznaceni U-1590LBFL a je mozné ji zakoupit naptiklad zde [1]. Pro vlastni vypocet
mikropaskového vedeni byl pouZit oblibeny program AppCAD 4.0.0, ktery je zdarma ke staZzeni
napriklad zde [2]. Vzhledem ktomu, Ze jsem nechtél vlastni mikropaskové vedeni realizovat na
plosném spoji (pro bézné tloustky DPS 1,5mm u FR4 by vyhazela pfilis Uzka horni cesta a tim padem
vysoké proudové hustoty atd.), tak nakonec byla zvolena samonosnd konstrukce tvorena paskem
médéného plechu $itky 12 mm o tloustce 1 mm umisténd na teflonové desce tloustky 4 mm.
Hodnoty vazebni kapacity a tlumivky pro pfivod DC byly zjistény jednoduchou simulaci pomoci Ansoft
Designer SV, kdy pro jednoduchost nebyly respektovdny parazitni vlastnosti soucdstek a jejich
fyzikalni modely. Vzhledem k uvaZzovanému vyssimu priichozimu vykonu je vlastni vazebni kapacita
tvofena vicevrstvymi vysokonapétovymi MLCC kondenzatory (napfiklad o rozméru pouzdra 1812)
idedIné z hmoty NPO o hodnoté 1 nF, kdy jsou pouZity 3kusy paralelné. Paralelnim fazenim dochazi ke
snizeni ekvivalentniho sériového odporu a zaroven ke zvyseni tuhosti mikrospakového vedeni. Pokud
predpokladame zvySené mechanické namahani mikropaskového vedeni, tak je vhodné vlastni vedeni
fixovat podplrnou konstrukci z horni strany tvorenou napfiklad FR4 materidlem bez médéné vrstvy.
Celkové tak lze vytvorit sendvicovou strukturu, kterou je vhodné stahnout pomocnymi Srouby
k zakladné. V desce je vhodné nechat prlizory pro vlastni pfipajeni vazebnich kondenzatorl a
tlumivky. Jedno z moZnych provedeni je patrné nasledujicich z obrazkd. Pro vyvedeni DC napéti je
pouzito prichodkového kondenzatoru, ale je moziné pouzit i dalsi konektor (N, SMA, BNC atd.)
doplnény blokovacimi kondenzatory (okolo 1 nF atd.). Napajeci tlumivka mda hodnotu pfiblizné 500
nH a je vytvorena tésnym navinutim 13 zavitd na priméru 6 mm dratem Cul o priiméru 0,8 mm.

Podobnym zplsobem je mozné realizovat anténni napajeci vyhybku odlisnych vlastnosti i pro jina
kmitoctova pasma. Pozor u kmitoctl nad cca 1 GHz, kdy je potfeba uvaZovat i rozptylové parametry
kondenzatorl a jejich vlastni rezonance (problém predevsim pravé u rozmérnéjsich pouzder).
V pripadé zajmu je moZné dodat kompletni provedeni na kli¢c podle vySe uvedeného popisu o
podobnym vlastnostech. Zde popsané provedeni neni presnym konstrukénim navodem, ale ukazkou
jednoho moiného feseni (z mnoha moznych) anténni napdjeci vyhybky s rozumnymi vlastnostmi
uréenym pro vyssi prichozi vykon.



Odkazy:

[1] https://www.gme.cz/hlinikova-krabicka-u-1590Ibfl

[2] http://www.hp.woodshot.com/
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Prostiedi programu AppCAD — vypocet impedance mikropaskového vedeni
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Simulaéni zapojeni napajeci vyhybky
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Odsimulovany pribéh prlichoziho Utlumu a miry pfizplsobeni (521 a S11) v pasmu 1 — 1000 MHz
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Zméreny prlbéh prichoziho Gtlumu a miry pfizpGsobeni (S21 a S11) v pasmu 1 — 1000 MHz
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Ukazky praktické realizace — jedno z moZnych provedeni



